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LTM U I QZ (vorlaufig)

ADIAS

=" Infrared Systems

Pyroelektrischer Infrarot-Einelementsensor flir Messtechnik-Applikationen
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Spezifische Detektivitat*3

Offsetspannung

Betriebsspannung

Betriebstemperatur

Lagertemperatur

2mm x 2 mm
5,0 mm
kundenspezifisch
> 350 V/W

< 35 nV/\JHz

1,8 - 10° cmyHz/W
0,4V bis 1,5V
2V bis 18V

T0 39

—20 bis 70 °C
—20 bis 70 °C

' Andere Filter auf Anfrage. 2 Frequenz: 10 Hz, Umgebungstemperatur: 25 °C.

3 Strahlertemperatur: 500 K, Flltertransmission: 100 %.
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ADIAS

Infrared Systems

LTM UI QZ (preliminary)

Pyroelectric Single Element Detector for measurement application
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Filter' custom-designed
GND 0.9 o
Responsivity?3 > 350 V/W
\8 ©
[ e o
Specific detectivity?3 > 1.8:10° cmy/Hz/W
_ Offset voltage 04Vto 1.5V
source drain
bottom view Operating voltage 2Vto 18V
Wowing WA
Operating temperature —20°Cto 70 °C
—
element e Storage temperature —-20 °Cto 70 °C
o @ ! Other filter on request. ? Frequency: 10 Hz, ambient temperature: 25 °C.
i — ~ * Black body source temperature: 500 K, Filter transmission: 100 %.
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